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Las aleaciones de alta entropia (HEAs) se Determinar la Influencia del voltaje de
destacan por sSu Composicién Comp|eja y Tl Sulbd Ar flow gas polarlzaC|on. (BIaS) sobre el COmportamlentO
equilibrada, que les otorga propiedades . . . — electroquimico de los recubrimientos de
desgaste y estabilidad térmica. Su capacidad para R temperaira ( €) P \/
. . Presion (Pa) 0.3 Evaluar la estructura de los recubrimientos de
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técnicas como la pulverizacion catodica (PVD) ha s 8 Potencia Ti (W) 1500 vara determinar la fase cristalina y la
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: C3 -130
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Figura 2. Esquema de la deposicion del recubrimiento en la camara de microscopia electronica de barrido (SEM) vy
: /0-#“70 g —U deposicion. Adaptado. (Mejia et al., 2020). microscopia de fuerza atémica (AFM).
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recubrimientos sintetizados a diferentes

Pure metal Dilute alloy HEA voltajes bias.

Figura 1. Distorsion de la red cristalina.
(Sonar et al., 2024). 1

! C1 C2 C3
—c3 o TiAITaZNb (110) Los recubrimientos Cl1 y C2 presentan
una morfologia columnar con estructura
0 cubica centrada en el cuerpo (BCC), con
l l l columnas de crecimiento discontinuo, lo

gue mejora el comportamiento
electroquimico.

Los recubrimientos C1 y C2 exhiben un
mayor espesor y menor rugosidad debido
al menor voltaje bias en comparacion con
la muestra C3, que presentd una mayor
repulverizacidon y posiblemente mayor
nivel de tensiones residuales.
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Figura 3. Patrones de difraccion de Rayos X

para los recubrimientos de TIAITaZrNb.

Las tensiones residuales y menor
adherencia al sustrato de la muestra C3
(determinadas en otro trabajo) por el
elevado voltaje bias contribuyd también

0.01] 0o > X al comportamiento electroquimico
Figura 4. Composicién quimica elemental en %at, imagenes SEM de seccién transversal y AFM de los desfavorable..
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Figura 5. Curvas de polarizacion potenciodinamica para Figura 6. Diagramas de Nyquist para acero y recubrimiento de TiAlTaZrNb a 1h y 96h de exposicion. contrato 2021-1092.

acero y recubrimientos a 96h.
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